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電界効果型トランジスタ MOSFET は、微細化に伴い従来の
poly-Si/SiO2/Si構造から metal/high-k/Si構造への変換が求められている。
電極材料としては TiN が有望だとされているが、活性化アニールにおけ
る SiO2層の増膜が問題となっており、熱処理前後の化学結合変化・界面

反応の解明が強く求められている。そこで本研究では high-k 絶縁膜上に
TiN電極を堆積させた試料を用い、熱処理後の構造変化等について調べた。 

Si基板上に原子層堆積法（ALD）を用いて絶縁膜を堆積させ、HfSiON/Si
薄膜を作製した。その後反応性スパッタリングにより TiNを 1.5 nmまた
は 3.0 nm堆積させた。これらの試料に対し窒素雰囲気下で温度・時間を
変えてアニールを行い、in situ軟 X線光電子分光により各試料の内殻光
電子スペクトルを測定した。 
図 1 に、各 TiN 膜厚における Si 

2p 内殻光電子スペクトルを示す。
各試料の as-deposited状態では 98 
eV付近に新たなピークが観測され、
これはスパッタ時のダメージによ

り形成した TiSixと考えらえる。こ
の成分は加熱とともに分解し、消

失したことが分かった。さらに、

加熱後の Si 酸化物成分の強度は
TiN 3.0 nmの試料の方が大きくな
っており、as-deposited での TiSix
生成量、もしくは TiN 膜厚と相関
があると考えられる。 
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図 1 (a) TiN膜厚 1.5 nm, (b) TiN膜厚 3.0 
nm試料における Si 2p内殻光電子スペク
トルの加熱温度依存性 


